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※概要（Summary）： 

電界印加時のカーボンナノチューブ（CNT: carbon 

nanotube ） の フ ォ ト ル ミ ネ ッ セ ン ス （ PL: 

photoluminescence）および光電流を測定するために酸

化膜付シリコンウエハーを加工して電界効果トラン

ジスターを作製した。この際、電子線描画装置

（ADVANTEST F5112）、エッチング装置（ULVAC 

CE-300I）および金属蒸着装置（ULVAC EX400-T10）

を用いた。また試料表面の不純物除去のためにアニー

ル炉での熱処理およびプラズマによるアッシングを

行った。 

 
※実験（Experimental）： 

高速大面積電子線描画装置 

マスク・ウェーハ自動現像装置群 

シリコン深掘りエッチング装置 

反応性プラズマエッチング装置 

形状・膜厚・電気・機械特性評価装置群 

クリーンドラフト潤沢超純粋付 

ステルスダイサー 

を利用した。 

本研究で使用される電界効果トランジスター（FET: 

field-effect transistor）の断面図を図１に示す。二つ

の電極間にトレンチが形成されているのは CNT をこ

の間に架橋させて PL が観測できるようにするためあ

る。また典型的なトレンチ幅は 1~2 μm である。 

作製にあたって本研究では 1 μm厚 の酸化膜付き

シリコンウエハーを利用した。そのプロセスは次の 3

つ段階に分類される。最初はトレンチンの形成である。

ここでは電子線描画装置(ADVANTEST F5112)によ

るパターニングおよびエッチング装置 (ULVAC 

CE-300I)による酸化膜のエッチングを行う。 

 

※結果と考察（Results and Discussion）： 

カーボンナノチューブがトレンチ上に架橋しているか

を PL の空間分布測定を行うことで確認し、軸方向の電

界効果を調査した。 

※その他・特記事項（Others）： 

なし 
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関連特許（Patent）：  
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図１ CNT FET の断面図 


